
ISSN 0868–5886                                        НАУЧНОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 2019, том 29, № 2, c. 118–120 
 

 ПЕРСОНАЛИИ 

118 

 
 

Памяти Жореса Ивановича Алфёрова 
 

 
 

1 марта ушел из жизни Жорес Иванович Алфёров — выдающийся советский и российский ученый, круп-
нейший специалист в области физики полупроводников, лауреат Ленинской и Государственных премий, 
лауреат Нобелевской премии по физике 2000 г., вице-президент Российской академии наук, старейший физ-
теховец и директор ФТИ им. А.Ф. Иоффе в 1987–2003 гг. 
 
 
 
Родители Ж.И. Алфёрова — родом из Белорус-

сии. Его отец, Иван Карпович (1894–1982), нака-
нуне Первой мировой войны в поисках работы 
перебрался в Петербург и устроился грузчиком  
в порту, потом на завод Лесснера. Он принял уча-
стие в Первой мировой войне и дослужился до 
унтер-офицера лейб-гвардии, за храбрость был 
награжден Георгиевским крестом. В 1917 г. всту-
пил в РСДРП, а в Гражданскую войну воевал  
в Красной Армии, командовал кавалерийским 
полком. В 1935 г. закончил Промакадемию и затем 
руководил оборонными предприятиями в Сталин-
граде, Новосибирске, Ленинграде, Минске. По 
долгу службы он объездил всю страну вместе с 
женой и двумя сыновьями — старшим Марксом и 
младшим Жоресом ("коммунистические" имена 
дал детям отец). Мать Ж.И. Алфёрова, Анна Вла-
димировна (1900–1982), была по профессии биб-
лиотекарем. Их старший сын Маркс (1924–1944)  
в 1941 г. 17-летним юношей добровольцем ушел 
на фронт, участвовал в обороне Сталинграда и по-

гиб в 1944 г. во время Корсунь-Шевченковской 
операции. 

После окончания с золотой медалью средней 
школы в Минске Жорес Алферов поступил в Бе-
лорусский политехнический институт, а потом 
перевелся в Ленинградский электротехнический 
институт (ЛЭТИ). В 1952 г. будущий ученый за-
щитил диплом по специальности  "электровакуум-
ная техника". 

Основными направлениями научной деятель-
ности Ж.И. Алфёрова являлись полупроводнико-
вая и квантовая электроника, физика и технология 
полупроводников. При его участии были разрабо-
таны первые советские транзисторы. В 1954 г. 
В.М. Тучкевичем и Ж.И. Алфёровым были созда-
ны первые отечественные силовые германиевые 
приборы, которые нашли широкое применение в 
промышленности, железнодорожном и городском 
транспорте.  

Кандидатскую степень Ж.И. Алфёров получил в 
1961 г. 
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С 1962 г. он с небольшой группой сотрудников 
начал заниматься проблемой гетеропереходов и 
гетероструктур. В 1967 г. Ж.И. Алфёров с сотруд-
никами создали в системе AlAs—GaAs гетеро-
структуры, близкие по своим свойствам к идеаль-
ной модели, разработали технологию их получе-
ния, исследовали их физические особенности. От-
крытие Ж.И. Алфёровым идеальных гетеропере-
ходов и новых физических явлений — "сверхин-
жекции", электронного и оптического ограничения 
в гетероструктурах — все это позволило карди-
нальным образом улучшить параметры большин-
ства известных в то время полупроводниковых 
приборов и создать принципиально новые прибо-
ры, особенно для применения в оптической и 
квантовой электронике. Свой новый этап исследо-
ваний гетеропереходов в полупроводниках 
Ж.И. Алфёров обобщил в докторской диссерта-
ции, которую он защитил в 1970 г.  

Почти через 20 лет преподавания и работы в 
ЛЭТИ Алфёров стал профессором и на протяже-
нии 30 лет возглавлял базовую кафедру оптоэлек-
троники ЛЭТИ, а в конце 80-х гг. стал деканом 
физико-технического факультета Ленинградского, 
затем — Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета.  

На основе предложенных Ж.И. Алфёровым и 
его сотрудниками идеальных переходов в много-
компонентных соединениях InGaAsP созданы по-
лупроводниковые лазеры, работающие в сущест-
венно более широкой спектральной области, чем 
лазеры в системе AIGaAs. Они нашли широкое 
применение в качестве источников излучения в 
волоконно-оптических линиях связи повышенной 
дальности. С использованием разработанной 
Ж.И. Алфёровым в 70-х гг. технологии высокоэф-
фективных радиационностойких солнечных эле-
ментов на основе AIGaAs—GaAs гетероструктур в 
России (впервые в мире) было организовано круп-
номасштабное производство гетероструктурных 
солнечных элементов для космических батарей. 
Одна из них, установленная на космической стан-
ции "Мир" (1986 г.), проработала на орбите весь 
срок эксплуатации без существенного снижения 
мощности.  

С 1987  по 2003 г. Ж.И. Алфёров возглавлял 
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе 
РАН. В 1990 г. физик стал вице-президентом АН 
СССР (затем РАН) и занимал эту должность на 
протяжении 26 лет.  

В начале 90-х гг. одним из основных направле-
ний работ, проводимых под руководством 
Ж.И. Алфёрова, становится получение и исследо-
вание свойств наноструктур пониженной размер-
ности: квантовых проволок и квантовых точек.  
В 1993–1994 гг. впервые в мире реализуются гете-
ролазеры на основе структур с квантовыми точка-

ми — "искусственными атомами". В 1995 г. 
Ж.И. Алфёров со своими сотрудниками впервые 
продемонстрировал инжекционный гетеролазер на 
квантовых точках, который работает в непрерыв-
ном режиме при комнатной температуре. Принци-
пиально важным стало расширение спектрального 
диапазона лазеров с использованием квантовых 
точек на подложках GaAs. Таким образом, иссле-
дования Ж.И. Алфёрова заложили основы прин-
ципиально новой электроники на основе гетеро-
структур с очень широким диапазоном примене-
ния, известной сегодня как "зонная инженерия". 

В 2000 г. Ж.И. Алфёров получил Нобелевскую 
премию по физике "за достижения в электронике" 
совместно с американцами Дж. Килби и Г. Креме-
ром. Кремер, как и Алфёров, получил награду за 
разработку полупроводниковых гетероструктур и 
создание быстрых опто- и микроэлектронных 
компонентов, а Килби — за разработку идеологии 
и технологии создания микрочипов. 

Несмотря на преклонный возраст, Алфёров 
продолжал работать в науке и с 2007 г. открыл для 
себя новую сферу — нанотехнологии. С 2010 г. он 
является сопредседателем консультативного науч-
ного совета фонда "Сколково". 

Ж.И. Алфёров — основоположник научной 
школы "Физика полупроводниковых гетерострук-
тур и их применение". Автор более 500 научных 
работ, в т. ч. 4 монографий, более 50 изобретений. 
Он подготовил более 50 кандидатов и 15 докторов 
наук. 

После  расставания с родным Физтехом Жорес 
Иванович создал не имеющую аналогов ступенча-
тую структуру для подготовки научных кадров — 
Академический университет с Физико-техниче-
ским лицеем и Научно-образовательным центром 
нанотехнологий РАН в связке с базовой кафедрой 
Университета ЛЭТИ и базовым факультетом По-
литехнического университета. Исходил из просто-
го и мудрого постулата: лучший пример для 
школьника — не академик, а студент, выпускник 
его школы, для студента — аспирант его кафедры, 
далее — по восходящей. Множество его учеников 
разных поколений работают в науке, высшем об-
разовании, наукоемком бизнесе в России и за ру-
бежом. 

Жорес Иванович являлся инициатором учреж-
дения премии "Глобальная энергия" (2002 г.). 
Главный редактор журнала "Письма в Журнал 
технической физики". Многогранна была общест-
венная и государственная деятельность Ж.И. Ал-
фёрова. В 1989 г. он был избран народным депута-
том СССР от АН СССР. Входил в состав Комис-
сии Совета Союза по вопросам транспорта, связи 
и информатики. Депутат Государственной Думы 
РФ второго, третьего, четвертого, пятого и шесто-
го созывов (1995–1999, 1999–2003, 2003–2007, 
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2007–2011, 2011 гг.), где в разное время входил в 
состав Комитета по образованию и науке. Член 
КПСС с 1965 по 1991 г. Избирался членом бюро 
Ленинградского обкома КПСС (1988–1990 гг.). 

Ж.И. Алфёров — почетный доктор многих 
университетов и почетный член иностранных ака-
демий:  член АН Германии, Польши, Националь-
ной академии наук США и Национальной инже-
нерной академии наук США,  национальных ака-
демий наук Италии, Китая, Кубы и др., член Евро-
пейского физического общества. Был удостоен 
множеством научных наград и премий. 

 
С уходом Ж.И. Алфёрова отечественная и ми-

ровая наука потеряла лидера, каким он был на 
протяжении последних 30 лет, будучи вице-
президентом Академии наук, возглавляя ее Санкт-
Петербургский научный  центр. Лидера по талан-
ту, воплотившемуся в открытиях глобального 
масштаба, по яркому общественному темперамен-
ту и убежденности, с которой он отстаивал инте-
ресы науки в невероятно сложную для нее пору.  

Светлая память о нем навсегда останется в ми-
ровом научном сообществе. 
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